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究で行った SNOM 測定は、微小開口（口径 60～90 nm）を有する微小指針（カンチレバー）








































との比較から、二層 MoS2への局所電場印加によって、キャリア注入と同時に Stark 効果に
よるバンドギャップ変調が起きたことが示唆された。この実験結果及び理論計算によって
得られた知見から、EF-SNOM 技術が単層のみならず二層試料においても、局所電場を印
加した状況下での局所光物性解明における有用性が示された。 
以上、本研究では、EF-SNOM 技術を確立し、その原子層物質への応用を行った。回折
限界を超えた微小領域の光物性に係る局所電界効果を解明することが可能な EF-SNOM 技
術は、今後、原子層物質の構造と光物性との関係解明において、大きく貢献する技術にな
り得ることが期待される。電場に対する原子層物質の特異な応答から、EF-SNOM 技術は
原子層物質の特性評価のみならず、その局所物性・構造制御にも繋がっていく技術と期待
される。 
 
